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V1.0

摘要

本技术说明文档提供关于 CS32F03x系列 MCU的电源，启动引导配置，应用注意事项的说明，旨在

帮助用户更好地使用 CS32F03x系列 MCU，进行芯海科技 CS32F03x系列 MCU应用产品的设计、开发和

调试。

适用范围

类型 适用产品型号或系列 说明

MCU CS32F03x系列 MCU
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1电源

1.1电源方案

电源方案如下图 1所示，VDD到 GND之间加入 1个 4.7uF和 1个 100nF电容，VDDA

到 GND之间加入 1个 1uF和 1个 10nF电容。VDD的供电电压范围为 2.0V-5.5V，VDDA的

供电电压范围为 2.0V-5.5V。

图 1电源方案

为了提高 ADC的转换精度、扩展供电的灵活性，模拟域配有独立电源，可以单独滤波

并阻挡 PCB上的噪声。ADC 电源电压从单独的 VDDA引脚输入，VSSA引脚提供了独立的

电源接地连接。VDDA供电可大于等于 VDD，这使得 VDD在保持为低电压的同时仍可为模

拟块提供全部性能。当使用单个电源供电时，VDDA可外部连接至 VDD，为得到低噪声的

VDDA，需通过外部滤波电路。当使用 2 个独立电源给 VDDA 和 VDD 供电且 VDDA 与

VDD不相等时，VDDA必须一直大于等于 VDD，且在开机/关机瞬态期间，VDD电压必须

不大于（VDDA 电压+0.4V），如果在某些应用中 VDD 先于 VDDA 上电，可在 VDD 和

VDDA之间使用外部采用低导通压降的肖特基二极管以确保 VDD与 VDDA的压差不超过

0.4V，如下图 2所示。
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图 2 VDD与 VDDA压差限制保护方案

1.2复位和低电压检测（LVD）

该芯片包含上电复位和掉电复位电路，他们共同作用构成了一个迟滞复位电路。上电复

位模块 POR监测 VDD的电压，掉电复位模块监测 VDD和 VDDA的电压。此电路始终处于

工作状态，可确保器件在电压不低于 2 V时能够正常工作。当监控的供电电压低于规定阈值

VPOR/VPDR时，器件处于复位模式。VPOR的典型值约为 1.92V，而 VPDR的典型值约为

1.88V，这 2个阈值差为 40mV。芯片的复位引脚外围必须有一个对地电容，推荐值为 10nF-

0.1uF之间，由于芯片内部有一个上拉电阻，阻值从 30KΩ-55KΩ之间，故外部的上拉电阻可

以省略，如果外部要加上拉电阻，建议选择 10KΩ。

LVD用于监视 VDD 电源并将其与阈值 VLVD进行比较。当 VDD 低于 VLVD或高于

VLVD阈值时，将产生中断，这时可由中断服务程序完成用户想做的紧急处理事件。LVD

的阈值是可编程控制的，具体请参考该芯片的规格书。

2启动引导配置

该芯片支持多种启动方式，如下表 1所示。

表 1启动模式

BOOT0 管

脚

nBOOT1位 启动位置

0 X 程序存取区

1 1 片内引导程序

1 0 片内 SRAM

BOOT0脚在任何时候都不能悬空。如果只需要从程序存取区启动，BOOT0管脚可以直

接接 GND。如果需要通过其他芯片的一个 IO口控制启动引导配置，BOOT0脚可以直接接

至其他芯片的 IO口来控制，但建议通过串联一个 1K电阻并对地并联一个 1nF-10nF的陶瓷
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电容，之后连接至该引脚。如果想通过串口烧录程序后让其在正常使用情况下从程序存取区

启动，BOOT0脚必须接一个电阻到 GND，该阻值建议为 10KΩ，以保持默认从程序存取区

启动。如果芯片附近有较强的电磁干扰，建议在 BOOT0管脚对 GND靠近 BOOT0管脚处并

联一个 1nF-10nF的陶瓷电容。

3应用设计注意事项

3.1 PCB板选取

为了提供更好的信号和电源回路，最好使用多层 PCB，一层专用于接地（VSS），另一

层专用于 VDD和 VDDA供电。它能提供良好的退耦和屏蔽效果。但若出于成本考虑无法使

用这种板，应确保接地和供电有良好的回路，详见 3.3中的要求。

3.2元件位置

在 PCB布局阶段，必须对以下重点电路进行 PCB的优先布局。

1）大电流电路；

2）低电压敏感电路；

3）高速数字芯片电路；

4）根据电路的 EMI特点分离的电路。这会降低 PCB上的噪声交叉耦合。

3.3接地和供电

每个电路模块（时钟、模拟、数字等等）都应单独接地，所有接地返回都应为一个点，

特别是高频大电流避免从芯片附件的 GND经过，以免产生大的地弹，造成芯片工作异常甚

至损坏。PCB走线必须避免出现环路，或使环路有最小面积。供电端应靠近地线连接，以最

小化供电环路的面积。这是因为供电环路的行为类似天线，因此它既能向外发射 EMI，也能

接收外部的 EMI。所有无元件的 PCB区域必须用额外的 GND平面填充，以达到良好的电磁

屏蔽效果。

3.4退耦电容

所有电源输入引脚和接地引脚必须正确连接至电源。这些连接包括焊盘、走线和过孔，

都应尽可能低阻。一般来说，可通过加宽走线宽度和多个过孔并联实现，最好在多层 PCB

中使用专用供电层。

VDD供电引脚推荐使用 4.7μF+100 nF陶瓷电容对其中一个 VDD脚进行退耦，其他

VDD脚采用 0.1uF电容进行退耦，VDDA引脚推荐使用 1μF+10 nF陶瓷电容进行退耦，并

且要求这些电容必须紧靠芯片引脚附近放置，供电走线必须先经过退耦电容，再从退耦电容



感知世界 赋能创新

www.chipsea.com 芯海科技（深圳）股份有限公司
本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。

This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission
of CHIPSEA

7 / 8

引出走线到芯片引脚，切忌不要让供电走线先到芯片再到退耦电容。

3.5防干扰措施

1）ADC采集线必须远离数字信号，有条件的情况下，可采取包地屏蔽处理；

2）晶振周围尽量包地处理，防止晶振对其他敏感线路的影响；

3）该芯片周围不能有较大电流的开关电源功率回路，且功率回路的面积应尽可能小，

以避免干扰该芯片内部的敏感模拟电路及关键数字电路。

3.6系统级 ESD设计原则

1）芯片的模拟地和数字地引脚需要在最靠近芯片底部的 PCB表层铜箔进行汇集连接；

2）退耦电容与芯片的电源脚，芯片的 GND脚，以及他们之间的连线构成的环路应尽量

小；

3）对于有较强 ESD引入路径的连接器控制输入信号口在靠近连接器端对地接 10nF-

100nF陶瓷电容，之后再串联 100欧姆-1K欧姆的电阻，最后在芯片输入引脚端对地接 10nF-

100nF电容，这些电容的对地过孔须保证有 2个或以上，如下图 3所示。

图 3 ESD引入路径上的芯片输入端处理

4）对于有较强 ESD引入路径的连接器控制输出信号口在靠近连接器端对地接 10nF-

100nF陶瓷电容，之后在靠近芯片输出引脚端串联 100欧姆-1K欧姆的电阻，这些电容的对

地过孔须保证有 2个或以上，如下图 4所示。

图 4 ESD引入路径上的芯片输出端处理

5）对于有较强 ESD引入路径的连接器通讯输入输出信号口，建议采用将保护通讯回流

的 GND在内的所有通讯线束同方向地在磁环上绕 2-3圈后再接入到连接器，或者在连接器

接入 PCB板后，靠近连接器端采用通讯专用的多线共模电感接入从连接器过来的每根通讯
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线（包括回流用的 GND线）。

6）PCB板 GND平面的边缘尽量每隔 2.5厘米采用过孔连接顶层和底层。

7）系统供电口采用双绞线方式进入，并尽量远离芯片的晶振电路部分。

8）应杜绝 PCB中的孤铜的出现，孤铜应该删除。

3.7闲置 I/O口的处理

所有 MCU都为多应用而设计，通常一个应用不会使用 100%MCU资源。为增加 EMC

性能、避免额外的功耗，未使用的时钟口、比较器输入输出口或 GPIO口不应浮空。I/O口

应连至固定的低或高逻辑电平，其方法是在未使用的 I/O引脚上使用外部或内部上拉或下拉

电阻，或用软件将 I/O口配置为输出模式。
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